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TRAITE at^COOPERATION EN MATIEflt^DE BREVETS 
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NOTIFICATION DE L'ENREGISTREMENT 
LI UiM unAIMubMbN 1 

(regie 92bis.1 et 
instruction administrative 422 du PCT) 


Destinataire: 

GUERIN, Michel 

Th^lpQ Prnnri^tP lntpllpptiipllp 

Dept. Brevets 

13, avenue du President Salvador 
Ml lenue 

F-94117 Arcueil Cedex 
FRANCE 


Date d'exp^dition (jour/mois/annee) 

02 mai 2001 (02.05.01) 


Reference du dossier du dSposant ou du mandataire 
61822 


NOTIFICATION IMPORTANTE 


Demande Internationale no 

PCT/FROO/02065 


Date du depot international (jour/mois/annee) 
18 juillet 2000(18.07.00) 



"i. Les renselgrscments suivants etaient enregistrejs en ce qui concerne: 

X ledeposant | | Tinventeur | [ le mandataire | | le representant commun 


Nom et adresse 

THOMSON-CSF SEXTANT 
Aerodrome de Villacoublay 
F-78140 Velizy Villacoublay 
FRANCE 


Nationalite (nom de I'Etat) 
FR 


Domicile (nom de I'Etat) 
FR 


no de t6l6phone 


no de t6l6copieur 


no de tel^imprimeur 


2. Le Bureau international notifie au d^posant que ie changement indique ci-apres a ete enregistre en ce qui concerne: 
1 I la personne | X| le nom | [ I'adresse | | la nationality | | le domicile 


Nom et adresse 

THALES AVIONICS S.A. 
Aerodrome de Villacoublay 
F-78140 Velizy Villacoublay 
FRANCE 


Nationalite (nom de I'Etat) 
FR 


Domicile (nom de I'Etat) 
FR 


no de telephone 


no de telecopieur 


no de tel6imprimeur 


3. Observations comptementaires, le cas echeant: 

L'adresse du nnandataire a egalement ete changee. 


4. Une copie de cette notification a ^t^ envoy§e: 
1 X| a Toffice recepteur | | aux offices d6sign6s concern6s 
1 1 a Tadministration chargee de la recherche Internationale | X| aux offices 6lus concern6s 

1 X 1 a Tadministration chargee de I'examen preliminaire internationai [ [ autre destinataire: 





Bureau international de TOMPI 
34, chemin des Colombettes 
1 21 1 Geneve 20, Suisse 

no de telecopieur (41-22) 740.14.35 


Fonctionnaire autoris6: 

Philippe B6camel 

no de telephone (41-22) 338.83.38 
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003996443 
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PCT/FROO/02065 



TRAITE Q^COOPERATION EN MATIE 



)E BREVETS 



Expediteur: le BUREAU INTERNATIONAL 



PCT 

NOTIFICATION D'ELECTION 
(regie 61.2 du PCT) 


Desti natal re: 

Commissioner 

US Department of Commerce 
iJnitpH f^tAtes Patent and Trademark 
Office, PCT 

2011 South Clark Place Room 

CP2/0L24 

Arlington, VA 22202 
ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

en sa quality d'office 6\u 


Date d'expedrtion (jour/mois/annee) 
09avril2001 (09.04.01) 




Demande intemationale no 

PCT/FROO/02065 


R6f6renoe du dossier du deposant ou du mandataire 

61822 


Date du depot international (jour/mois/ann6e) 
ISjuillet 2000(18.07.00) 


Date de priorrte (jour/mois/ann6e) 
30juillet 1999 (30.07.99) 


Deposant 

ROBERT, Philippe 



1 . L'office destgne est avis6 de son election qui a ete faite: 

j X| dans la demande d'examen pr6linriinaire international pr6sentde d I'administration charg6e de I'examen pr6liminaire 
international le: 

13 decembre 2000 (13.12.00) 



I [ dans une declaration visant une Election ult^rieure d6pos6e aupres du Bureau international le: 



2. L'election | X| a ete faite 

j I n'a pas §t§ faite 

avant rexpiration d'un delai de 19 mois a compter de la date de priority ou, lorsque la regie 32 s'applique, dans le d^lai visS 
a la regie 32.2b). 





Fonctlonnaire autorise 




Bureau international de i'OMPI 




34, chemin des Colombettes 


Henrik Nyberg 




1211 Geneve 20, Suisse 




no de telecopieur: (41-22) 740.14.35 


no de telephone: (41-22) 338.83.38 
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PCT 



DE BREVETS 



0 J K^OV 2G0t 



RAPPORT D'EXAMEN PRELIMINAIRE INTERNATTDNAIT^ 

(article 36 et regie 70 du PCT) 



R^f^rence du dossier du d^posant ou du 
mandataire 

61822 


Dm ID CI iiTE A r\r\KtMCD notification de transmission du rapport d'examen 
KUUM ^UlTk A DONNER pr6limrnaire international (formulaire PCT/IPEA/416) 


Demande Internationale n" 
PCT/FROO/02065 


Date du d6pot international (jour/mois/ann^e) 
18/07/2000 


Date de priority (jour/mois/ann^e) 
30/07/1999 


Classification Internationale des brevets (GIB) ou li ta fois classification nationaie et GIB 
H01L21/768 


D6posant 






THALES AVIONICS S.A.et ai. 







1 . Le present rapport d'examen prelimlnaire international, 6tabli par I'administaratlon charg6e de I'examen preliminaire 
international, est transmis au deposant conformennent a Tarticle 36. 

2. Ce RAPPORT comprend 4 feuiiles, y comprls la pr^sente feuille de couverture. 

S II est accompagne d'ANNEXES, c'est-a-dire de feuilles de la description, des revendications ou des dessins qui ont 
ete modifi§es et qui servent de base au present rapport ou de feuilles contenant des rectifications faites auprds de 
I'administration chargee de I'examen pr6liminalre international (voir la regie 70.16 et Tinstruction 607 des Instructions 
administratives du PCT). 

Ces annexes comprennent 3 feuilles. 



3. Le present rapport contient des indications relatives aux points suivants: 

I ^ Base du rapport 
Priorite 

Absence de formulation d'opinion quant a la nouveaute, I'activit^ inventive et la possibility 
d'application industrlelle 

Absence d'unlte de I'lnvention 

Declaration motlvee selon I'article 35(2) quant k la nouveaute, I'activit6 inventive et la possibility 
d'application industrrelle; citations et explications k I'appui de cette declaration 
Certains documents cites 
Irregularites dans la demande Internationale 
Observations relatives a la demande Internationale 



II 


□ 


111 


□ 


IV 


□ 


V 




VI 


□ 


VII 


□ 


VIM 


□ 



Date de presentation de ia demande d'examen pr6liminalre 
Internationale 

13/12/2000 


Date d'achdvement du present rapport 
30.10.2001 


Nom et adresse postale de radministration chargde de 
I'examen preliminaire Intemational: 

^ Office europ6en des brevets 
D-80298 Munich 

T6I. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fax: +49 89 2399 - 4465 


Fonctionnaire autorise ^ ^ 

Mahr v.Staszewskl.G. (f ^ |) 

^ ^ 

N° de t6l6phone +49 89 2399 2279 ^"^^^ 5^ 



Formulaire PGT/IPEA/409 (feuille de couverture) Oanvier 1994) 
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RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande intemationale n** PCT/FROO/02065 



I. Bas du rapport 

1 . En ce qui concerne les elements de la demande intemationale (les feuiiles de remplacement qui ont ete remises 
a I'office recepteur en reponse a une invitation faite conformement a i'artide 14 sont consider4es dans le present 
rapport comme "initiaiement deposees" et ne sont pas jointes en annexe au rapport puisqu'eiies ne contiennent 
pas de modifications (regies 70. 16 et 70, 17))\ 

Description, pages: 

1-10 version inltiale 

Revendications, N^: 

1 -1 0 regueCs) le 30/08/2001 avec la lettre du 30/08/2001 

Dessins, feuiiles: 

1/3-3/3 version initiale 



2. En ce qui concerne la langue, tous les 6lements indlques cl-dessus ^talent k la disposition de radmlnistratlon ou 
lui ont ete remis dans la langue dans laquelle la demande Internationale a 6t6 d§pos6e, sauf indication contraire 
donnee sous ce point. 

Ces elements etaient k la disposition de I'administration ou lui ont 6t6 remis dans la langue suivante: , qui est : 

□ la langue d'une traduction remise aux fins de la recherche intemationale (selon la r6gle 23.1(b)). 

□ la langue de publication de la demande Internationale (selon la regie 48.3(b)). 

□ la langue de la traduction remise aux fins de Texamen prellminaire Internationale (selon la reqie 55 2 ou 
55.3). 

3. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acide amines divulgu§es dans la demande 
Internationale (le cas §ch6ant). I'examen prellminaire intemationale a 6t§ effectue sur la base du listage des 
sequences : 



□ contenu dans la demande intemationale, sous forme 6crlte. 

□ d6pos§ avec la demande Internationale, sous forme d§chiffrable par ordlnateur. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

□ remis ulterieurement a I'administration, sous forme dechiffrable par ordlnateur. 

□ La declaration, selon laquelle le listage des sequences par 6crit et fourni ulterieurement ne va pas au-del^ 
de la divulgation faite dans la demande telle que deposee. a 6t§ foumle. 

□ La declaration, selon laquelle les informations enregistr6es sous dechiffrable par ordlnateur sont identiques k 
celles du listages des sequences Pr6sent6 par 6crit. a 6t6 fournie. 

4. Les modifications ont entra?n6 I'annulatlon : 



Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres I- VIII, feuille 1) Guillet 1998) 
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RAPPORT D'EXAMEN 
PRELIMINAIRE INTERNATIONAL 



Demande internationale n** PCT/FROO/02065 



□ de la description, pages : 

□ des revendications, : 

□ des dessins, ' Ifeuilles : ' 

5. □ Le present rapport a §t6 iomu\6 abstraction faite (de certaines) des modifications, qui ont ete considerees 
comme pliant au-del^i de l'expos6 de I'invention tel qu'll a 6t6 d§pos6, comme il est indiqu6 ci-apres (r6gle 



(Touts feuif/e de remplacement comportant des modifications de cette nature doit etre indiquee au point 1 et 
annexes au present rapport) 

6. Observations compl6mentaires, le cas echeant : 



V. Declaration motivee selon I'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventive et la possibilit ' 
d'application industrielle; citations et explications a I'appui de cette declaration 

1. Declaration 

Nouveaute Oui : Revendications 1-10 

Non : Revendications 

Activite inventive Oui : Revendications 1 -1 0 

Non : Revendications 

Possibility d'applicatlon industrielle Oui: Revendications 1-10 

Non : Revendications 

2. Citations et explications 
voir feuille separee 



Formulaire PCT/IPEA/409 (cadres l-VIII. feuille 2) Guillet 1998) 
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RAPPORT D'EXAMEN Demande internationale n*^ PCT/FROO/02065 

PRELIMINAIRE INTERNATIONAL - FEUILLE SEPAREE 



C nc rnant I point V 

Declaration motivee selon {'article 35(2) quant a la nouveaute, I'activite inventiv 
et la possibilite d'application industrielle; citations et explications a I'appui d 
cette declaration 



1 ■ La combinaison des etapes decrite dans la revendication 1 n'est pas comprise 
dans I'etat de la technique disponible et n'en decoule pas a Tevidence. 

En outre, la combinaison des caracteristiques decrite dans la revendication 9 n'est 
pas comprise dans I'etat de la technique et n'en decoule pas de maniere evidente. 

Les revendications 1 et 9 replissent done les conditions enoncees dans les 
articles 33. 1 -33.3 PCT. 



Formulaire PCT/Feuille s6par6e/409 (feuille 1) (OEB-avril 1997) 
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REVENDICATIONS 

1. - Proc6d§ de fabrication de connexions conductrices 
5 travarsantes antra la face avant (2) et la face arridre (3) d'un substrat (1), 

caractdrisd en ce qu'il comprend les Stapes consistant : 

- d creuser dans le substrat <1), du c6td de la face am^re (3), 
des cavit6s (5) ayant une prcfondeur (Pd) et une section dStermindes pour 
ddilmiter par ces cavitSs des plots (4) de section ddterminSe destines i 

10 assurer la conduction Slectrique entre les deux faces (2, 3), 

- d combler les cavit6s (5) avec un matSriau didlectrlque (7). 
pour isoler le plot du rests du substrat et pour solidariser le plot avec le 
substrat, 

- d creuser la face avant du substrat en regard de chaque plot 
15 pour le rendre d§bouchant et ainsi transformer le plot en connexion 

conductrice traversante, 

• et d matdrialiser les points de contact (10) en regard de chaque 
face ddbouchante de chaque plot (4) en dSposant sur ces faces un matdrlau 
conducteur (1 1 ) Isold du subsb'at. 

20 

2. Procdde de fat>ricatlon de connexions corKluctrioes 
travarsantes entre la face avant (2) et la face arridre (3) d'un substrat (1) 
salon la revendtcation 1 , caractdrisS en ce que le comblement des cavitSs (5) 
consiste : 

25 - ^ deposer le mat^riau di§lectrique (7) dans les cavites (5), 

- ^ retirer, da la surface du substrat (1), les debordements du 
ddp5t du mat^riau didlectrique (7) en amindssant la face arridre (3) du 
substrat (1 ) jusqu'd d^couvrir les plots (4). 

30 3. - Procddd de fabrication de connexions conductrices 

traversantes entre la face avant (2) et la face arri^ra (3) d'un substrat (1) 
selon la revendication 1, caractdris6 en ce qu'il consiste, apr^s delimitation 
des plots (4) et avant le comblement des cavitis (5), 

- ^ mdtalliser les plots (4) en effectuant le depot d'une couche 
35 conductrice (6) sur les plots. 
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4. - Proc6d6 de fabrication de connexions conductrices 
traversant s entr© la face avant (2) et la face arridre (3) d'm substrat (1) 
salon la revendication 3, caract6rise en ce que le comblement des cavitds (5) 
conslsta : 

5 - d ddposer le matdriau didlectrique (7) dans les cavitds (5), 

- k retirer, de la surface du substrat (1). les dSbordements du 
d6p6t du matdrlau diSlectrique (7) en amincissant la face an-i^re (3) du 
substrat (1 ) jusqu'd ddcouvrir les plots (4), 

- d retirer la couche conductrice (6), de la surface du substrat (1), 
1 o par un amincissement des faces (2. 3) mdtailisees du substrat (1 ). 

5. - Proc6d6 de fabrication de connexions conductrices 
traversantes entre la face avant (2) et la face arrlere (3) d'un substrat (1) 
selon I'une quelconque des revendications 1^4, caractdrisd en ce qu'il 

1 5 consists : 

- d aminclr le substrat (1) Jusqu'd ddcouvrir le mat^riau didlectrique 
contenu dans fes cavites (5) pour rendre les plots (4) d6bouchants sur la face 
avant (2) du substrat (1). 

20 6. - Proc6d6 de fabrication de connexions conductrices 

traversantes entre la face avant (2) et la face am6re (3) d'un substrat (1) 
selon I'une quelconque des revendications 1 et 2, caractdrise en ce qu'il 
consiste : 

- a creuser la face avant (2) du substrat (1) en regard de chaque 
25 plot jusqu'^ atteindre le matdriau di§lectrique (7) contenu dans les cavit6s (5) 

pour rendre les plots (4) dSbouchants sur la face avant (2) du substrat (1). 

7. - Procedd de fabrication de connexions conductrices 
traversantes entre la face avant (2) et la face an"i6re (3) d'un substrat (1) 
30 selon rune des revendications 1 d 6, caracterisd en ce que la materialisation 
des points de contacts (10) consiste : 

- d d6poser una couche isolante (8) du c6t6 (2, 3) des faces 
d^bouchantes des plots (4). 
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- d ouvrir une zone de contact (9) en regard de cheque face 
ddbouchante des plots (4) par masquage et gravure de la couch isolante 
(8), 

- A ddposer une couche conductrice (11) du cotd (2, 3) des faces 
5 ddbouchantes des plots (4), 

- d ddcQuper tes points de contact (10) par masquage et gravure 
de la couche conductrice (1 1 ). 

8. - Proa§d6 de fabrication de connexions conductrioes 
10 traversantes entre ia face avant (2) et la face ambre (3) d'un substrat (1) 

selon Tune quelconque des revendications 1^7, caract6ris6 en ce que I 
matdriau di^lectrique (7) de comblement est du verre. 

9. - Substrat (1) de sllicium 6quipe de connexions conductrioes 
15 traversantes entre sa face avant (2) et sa face arridre (3), caract^rise en ce 

que lea connexions conductrioes sont des plots da siliclum s'dtendant sur 
toute la hauteur du substrat, entourds par un mat&riau di6l6ctrique qui les 
ddlimite et qui les maintlent solidaires du substrat, ces plots debouchant sur 
les deux faces du substrat et des points de contact dtant formes en regard de 
20 chaque face debouchante de chaque plot par un matdriau conducteur isole 
du substrat.. 

10. Substrat selon la revendication 9, caractdrisd en ce que les 
plots de silicium sont rev§tus sur toute ieur hauteur d'une metallisation 

25 conductrice elle-m&me entourde par le mat6riau didlectrlque. 
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TRAITE DE OaOPERATION EN MATIERE DE BB£VETS 

PCT 



RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 
(article 18 et regies 43 et 44 du PCT) 



Reference du dossier du d^osant ou 

du mandataire 

61822 


POUR SUITE ^^''^ notification de transmission du rapport de recherche intemattonale 

(formulaire PCT/ISA/220) et, le cas echeant, le point 5 ci-apres 

A DONNER 


Oemande internationale n° 

PCT/FR 00/02065 


Date du depot international^'our/mo/s/aAined^ 

18/07/2000 


(Date de priorite (la plus ancienne) 
(jour/mois/annee) 

30/07/1999 


Deposant 

THOMSON-CSF SEXTANT 



Le present rapport de recherche internationale, etabli par 1' administration chargee de la recherche internationale, est transmis au 
deposant conformement a Tarticie 1 8. Une copte en est transmise au Bureau international. 

Ce rapport de recherche Internationale comprend 3^ feuilles. 

pTj 11 est aussi accompagne d'une copie de chaque document relatif a I'etat de la technique qui y est cite. 



1 . Base du rapport 

a. En ce qui concerne la langue, la recherche internationale a effectuee sur la base de la demande Internationale dans la 
langue dans laquelle eile a ete deposee, sauf indication contraire donn^ sous le meme point. 

I I la recherche Internationale a ete effectuee sur la base d'une traduction de la demande internationale remise a I'administration. 

b. En ce qui concerne les sequences de nucleotides ou d'acides amines divulguees dans la demande internationale (le cas echeant), 
la recherche internationale a ete effectuee sur la base du listage des sequences : 
I I contenu dans la demande internationale, sous forme ecrite. 

deposee avec la demande internationale, sous forme dechrffrable par ordinateur. 

remis ulterieurement a I'administration, sous forme ecrite. 

remis ulterieurement a I'administration, sous forme ddchiffrable par ordinateur. 



□ 
□ 
□ 
□ 

□ 



La declaration, selon laquelle le listage des sequences presente par ecrit et fourni utt^rieurement ne vas pas au-dela de la 
divulgation faite dans la demande telle que deposee, a ete fournie. 

La declaration, selon laquelle les informations enregistrees sous forme dechiffrable par ordinateur sont Identlques a celles 
du listage des sequences presente par ecrit, a et4 fournie. 



2. 
3. 



[ I II a 4t6 estim^ que certalnes revendlcatlons ne pouvalent pas faire Tobjet d'une recherche (voir le cadre I). 
I I II y a absence d'unltd de rinventlon (voir le cadre 11). 



4. En ce qui concerne le titre, 

pr| le texte est approuve tei qu'it a 4t4 remis par le deposant. 

I I Le texte a ete etabli par ^administration et a la teneur suivante: 



5. En ce qui concerne Tabr^g^, 

le texte est approuve tel qu'il a ete remis par le deposant 

□ le texte (reproduit dans le cadre III) a ete etabli par Tadmlnistration conformement a la regie 38.2b). Le deposant peut 
presenter des observations a Tadminlstration dans un delai d'un mois a compter de la date d'expedltlon du present rapport 
de recherche internationale. 

6. La figure des desslns a publler avec I'abrege est la Figure n** 5 



pr| suggeree par le deposant. Q Aucune des figures 

□ . , , , . X n'®st a publler. 

parce que le deposant n a pas sugger4 de figure. 

I I parce que cette figure caracterise mieux rinventlon. 



Formulaire PCT/lSA/210 (premiere feuitte) (juillet 1998) 
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



Demande Internationale No 



A. CLASSEME^fr DE UOBJET DE LA DmPRDE ^ 

CIB 7 H01L21/768 H01L23/48 



m 



FR 00/02065 



Selon ta classification Internationale des brevets (CIB) ou a la fois selon la classification nationale et la CIB 



B. DOMAINES SUR LESQUELS LA RECHERCHE A PORTE 



Documentation minimale consult^e (systems de classification suivi des symboles de classement) 

CIB 7 HOIL 



Documentation consultde autre que la documentation minimale dans la mesure ou ces documents reinvent des domaines sur lesquels a portd la recherche 



Base de donn^es electronique consultee au cours de la recherche Internationale (nom de la base de donn^es, et si realisable, termes de recherche utilises) 

INSPEC, EPO-Internal , PAJ 



C. DOCUMEI^S CONSIDERES COMME PERTINENTS 



Categorie ** Identification des documents citds, avec. le cas echdant. indication des passages pertinents 



no. des revendications vis^s 



EP 0 926 726 A (ST MICROELECTRONICS SRL) 
30 juin 1999 (1999-06-30) 
figures 16-18 

US 4 978 639 A (CHAN SIMON S ET AL) 
18 decembre 1990 (1990-12-18) 
le document en entier 

-/-- 



1.10-12 



1,10-12 



Voir la suite du cadre 0 pour la fin de ia liste des documents 



Les documents de families de brevets sont indiques en annexe 



* Categories speciales de documents cites: 

"A" document d^finissant I'^tat general de la technique, non 
consid^rd comme particuli^rement pertinent 

"E" document anterieur, mais pufcrfid ^ la date de d^6t international 

ou apres cette date 
"L" document pouvant jeter un doute sur une revendication de 

priorite ou cit6 pour determiner la date de publication d'une 

autre citation ou pour une raison sp^ciale (telle qu'indiquee) 
"O" document se referant a une divulgation orale, a un usage, a 

une exposition ou tous autres moyens 

"P" document public avant la date de d^pdt international, mais 
posterieurement a la date de priority revendiquee 



"T" document ultdrieur public apr^s la date de d6p6t international ou la 
date de priorite et n'appartenenant pas a I'etat de la 
technique pertinent, mais cite pour comprendre le principe 
ou la theorie constituant la base de I'invention 

"X" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee ne peut 
dtre considerde comme nouvelle ou comme impliquant une activity 
inventive par rapport au document consid^re isolement 

"Y" document particulierement pertinent; I'inven tion revendiquee 

ne peut dtre consideree comme impliquant une activite inventive 
lorsque le document est associe a un ou plusieurs autres 
documents de meme nature, cette combinaison etant evidente 
pour une personne du metier 

"&" document qui fait partie de la mdme famille de brevets 



Date a laquelle la recherche Internationale a et^ effectivement achevee 



14 septembre 2000 



Date d'expedition du present rapport de recherche Internationale 



21/09/2000 



Nom et adresse postale de I'administration charg^e de la recherche intemationale 
Office Europeen des Brevets. P.B. 5818 Patentiaan 2 
NL-2280HV Rijswijk 
Tel. (431-70) 340-2040. Tx. 31 651 epo nl, 
Fax: (+31-70)340^16 



Fonctionnaire autorisd 



Konigstein, C 



formulalre PCT/iSA/210 (deuxidme feuille) (juillat 1992) 
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RAPPORT DE RECHERCHE INTERNATIONALE 



C.(sulte).0OCUMENrS CONSIDERES 
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CLAIMS 

1 . A method of fabricating conducting through- 
connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1)^ characterized in that it 
consists: 

- in hollowing into the substrate (1) , from the 
rear-face (3) side, cavities (5) having a depth. (Pd) and 
a cross section which are defined so as to delimit 
studs (4) of defined cross section which are intended 
to provide for electrical conduction between the two 
faces (2, 3) and 

in filling in the cavities (5) with a- 
dielectric material (7) . 

2. The method of fabricating conducting through- 
connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1) as claimed in claim 1, 
characterized in that the filling of the cavities (5) 
consists: 

- in depositing the dielectric material (7) in 
the cavities (5) , 

- in removi^ng, from the surface of the 
substrate (1), the overflows of the deposit of 
dielectric material (7) by thinning the rear face (3) 
of the substrate/ (1) until the studs (4) are uncovered. 

3. The method of fabricating conducting through- 
connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1) as claimed in claim 1, 
characterized in that it consists, after delimiting the 
studs (4) and before filling in the cavities (5): 

- in metallizing the studs (4) by depositing a 
conducting layer (6) on the studs. 

4 . The method of fabricating conducting through- 

connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1) as claimed in claim 3, 
characterized in that the filling-in of the cavities 
(5) consists: 

- in depositing the dielectric material (7) in 
the cavities (5) , 



in removing, from the surface of the 
substrate (1), the overflows of the deposit of the 
dielectric material (7) by thinning the rear face (3) 
of the substrate (1) until the studs (4) are uncovered, 

- in removing the conducting layer (6) from the 
surface of the substrate (1), by thinning of the 
metallized faces (2, 3) of the substrate (1) . 

5. , The method of fabricating conducting through- 
connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1) as claimed in any one of 
claims 1 to 4, characterized in that it consists: 

in thinning the substrate (1) until the 
dielectric material contained in the cavities (5) is 
uncovered so as to make the studs (4) show through on 
the front face (2) of the substrate (1). 

6. The method of fabricating conducting through- 
connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1) as claimed in either of 
claims 1 and 2, characterized in that it consists: 

in hollowing the front face (2) of the 
substrate (1) opposite each stud until the dielectric 
material (7) contained in the cavities (5) is reached, 
so as to make the studs (4) show through on the front 
face (2) of the substrate (1) . 

7. The method of fabricating conducting through- 
connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1) as claimed in any one of 
claims 1 to 6, characterized in that it consists: 

in physically forming the points (10) of 
contact opposite each face of each stud (4) showing 
through by depositing a conducting material (11) , 
insulated from the substrate, on each of these faces. 

8. The method of fabricating conducting through- 
connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1) as claimed in claim 7, 
characterized in that the physical formation of the 
points (10) of contact consists: 



- 15 - 

- in depositing an insulating layer (8) on the 
same side (2, 3) as the faces of the studs (4) showing 
through^ 

- in opening up a contact region (9) opposite 
5 each face of the studs (4) showing through by masking 

and etching of the insulating layer (8), 

- in depositing a conducting layer (11) on the 
same side {2, 3) as the faces of the studs (4). showing 
through, 

10 - in cutting out the points (10) of contact by 

masking and etching of the conducting layer (11). 

9. The method of fabricating conducting through- 
connections between the front face (2) and the rear 
face (3) of a substrate (1) as claimed in any one of 

15 claims 1 to 8, characterized in that the dielectric 
filling material (7) is glass. 

10. A substrate (1) of silicon equipped with 
conducting through-connections between its front face 
(2) and its rear face (3) , . characterized in that the 

20 conducting connections are obtained by a method as 
claimed in any one of claims 1 to 5 . 

11. A substrate (1) of silicon on insulator, the 
insulating layer (13) of which is arranged between two 
layers (12, 14) of silicon, the substrate (1) being 

25 equipped with conducting through-connections between 
its front face (2) and its rear face (3) , characterized 
in that the conducting connections are obtained by a 
method as claimed in claim 6 and in that the bottom of 
the cavities (5) consists of the insulating layer (13) . 

30 12. An insulating substrate (1) equipped with 

conducting through-connections between its front face 
(2) and its rear face (3), characterized in that the 
conducting connections are obtained by a method as 
claimed in any one of claims 3 to 5 . 
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■~" (57) Abstract: The invention concerns a mediod for producing conductive via-connections in a substrate and substrates equ^>ped 
with such connections. The method for producing conductive via-connections between the front face (2) and the rear face (3) of 
a substrate consists in: producing in the substrate (1) on the side of the rear face (3), cavities (5) with predetermined dqsth and 
. cross-section for defining pads (4) with specific cross-section designed to ensure electrical conduction between the two faces (2, 3) 
^ and filling iq) liie cavities (5) with a dielectric material (7). The substrate is equipped with conductive via-connections between its 
^ front face (2) and its rear face (3). The conductive coimections are provided by the pads (4) defined by the cavities (5) filled with a 
^ dielectric material (7). The invention is particulariy applicable to substrates used for making microsensors. 

S^ (57) Abr^6: L*invention conceme les proc^d^ de fabrication de coimexions conductrices traversantes dans un substrat et les sub- 

^ strats ^quip^ de telles coimexions. Le pioc^d^ de fabrication de connexions conducnices traversantes entre la face avant (2) et la face 
airi^ (3) d*un substrat (1) consiste: a creuser dans le substrat (1), du c6td de la face arriere (3), des cavit^ (5) ayant une profondeur 
et une section determine pour delimiter des plots (4) de section d^termin^ destine a assurer la conduction ^lectrique entre les 
deux faces (2, 3) et a combler les cavit^ (5) avec um mat^au didlectrique (7). Le substrat est dquip^ de connexions conductrices 

^ traversantes entre sa face avant (2) et sa face airi^ (3). Les connexions conductrices sont assur^es par des plots (4) d^limites par 
des cavity (5) oomblto avec un mat^au di^lectxique (7). Application, en particulier. It des substrats utilise pour la fabrication de 

^ micro-capteurs. 
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Proc 'd ' de fabrication de connexions traversant s dans un substrat et 
substrat equipe de telies connexions 

5 LMnvention conceme un procede de fabrication de connexions 

conductrices traversantes antra la face avant et la face arriere d'un substrat 
ainsi qu'un substrat equipe de telies connexions conductrices. 

L'invention s'applique notamment a des substrats destines a 
accueillir une structure micro-electronique, telle qu'un capteur, une tete 
10 magnetique, un micro-actionneur, ou destines a accueillir un circuit micro- 
electronique. 

Le substrat peut etre elect riquement conducteur (par exemple en 
silicium, en polysilicium) ou isoiant (par exemple en ceramique). 

Les connexions conductrices traversantes permettent d'assurer 
15 des contacts electriques discrets entre la face avant et la face arriere d'un 
substrat semiconducteur, isoiant ou conducteur. 

L' utilisation de connexions conductrices traversantes permet : 

- de densifier le nombre de contacts electriques, 

- d'assurer des contacts electriques sur un empilement de 

20 substrats, 

- d'alimenter les composants par la face arriere du substrat 
lorsque le cablage ne peut pas etre fait en face avant. 

La technique couramment utilisee pour fabriquer ces connexions 
conductrices consiste a percer le substrat de part en part (par exemple partir 
25 laser), a isoler electriquement ie trou (dans le cas d'un substrat 
semiconducteur ou conducteur) et a remplir le trou par un materiau 
conducteur. 

Dans la plupart des applications, le remplissage des trous doit etre 
total pour permettre une reprise de contact electrique alsee, pour continuer 
30 les etapes technologiques concemant les faces avant et arriere apres la 
fabrication des connexions conductrices et pour permettre une reprise de 
contact electrique apres un eventuel amincissement du substrat en fin de 
procede. 

Le remplissage se fait generalement par une pate conductrice 
35 injectee sous pression (methode utilisee pour realiser les boitiers micro- 
electroniques). Bien qu'efficace, cette technique est assez « violente » et 
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genere des defauts sur les faces du substrat (eclats, aigosite, fissures, 
contraintes...)- Cette technique peut meme entramer une perte d'isolation 
dans le cas de substrats semiconducteurs. Par ailleurs, la pate est composee 
de particules metalliques melangees a une solution a base de polymeres et 

5 de solvants. Cette solution, qui sert de liant, doit etre eliminee apres 
remplissage. Cette elimination produit un retrait non negligeable du materiau 
conducteur qui peut etre a Torigine de trous, responsables de perte de 
conduction. La pate peut egalement etre a Torigine de pollution, les 
polymeres s'eliminant difficiiement. 

10 D'autres techniques ont ete envisagees, en particulier celles 

decrites dans le document « Electrical Interconnections Through 
Semiconductor Wafers » de T. R.Anthony publie dans la revue Journal 
Application of Physic 52(8) d'aout 1981. II s'agit : 

• de rutilisation de precedes d'electroiyse qui conduisent 
15 generalement a un remplissage superficiel du trou du a des problemes de 

moulilage et a des effets de bord ou, 

• du remplissage par un metal en fusion. Cette technique pose 
des problemes de dilatation thermique. Les metaux a bas point de fusion 
(inferieur a la temperature de ramollissement du substrat) presentent un fort 

20 coefficient de dilatation thermique, souvent bien superieur au substrat. 11 en 
resulte des difficultes d'ordre mecanique (contraintes) ou technologique 
(risque de fissuration des couches deposees). 

Un des buts de Tinvention est de pallier les inconvenients precites. 
A cet effet, invention a pour objet un precede de fabrication de 
25 connexions conductrices traversantes entre la face avant et la face arriere 
d*un substrat. Le precede consiste : 

- a creuser dans le substrat, du cote de la face arriere, des 
cavites ayant une profondeur et une section determinees pour delimiter des 
plots de section determinee destines a assurer la conduction electrique entre 

30 les deux faces et, 

- a combler les cavites avec un materiau dielectrique. 
L'invention a egalement pour objet un substrat equipe de 

connexions conductrices traversantes entre sa face avant et sa face arriere. 
Les connexions conductrices sent constitutes par des plots deiimites par le 
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creusement de cavites, dans la face arriere du substrat. Ces cavites sont 
comblees par un materiau dielectrique. 

Le precede consiste a realiser les connexions conductrices 
traversantes en delimitant dans le substrat (semi-conducteur, isolant ou 
5 conducteur) des plots qui vont serv/ir de passages conducteurs entre la face 
arriere et la face avant du substrat. La delimitation est effectuee en crousant 
des cavites. Les cavites sont comblees par un materiau dielectrique pour 
assurer la tenue mecani£|ue et I'isoiation electrique des plots. 

Uusage d'un isolant, comme materiau de remplissage des cavites 
10 creusees, presente I'avantage d'offrir un coefficient de dilatation thermique 
proche de celui des substrats couramment utilises en micro-eiectronique. 

En outre, apres remplissage, un amincissement du substrat sur 
les deux faces permet d'enlever les courts-circuits dus au substrat et les 
surplus du materiau de remplissage. 
15 L'invention a en outre pour avantage qu'elle permet : 

- une reprise de contact electrique simple, meme apres 
amincissement du substrat. et 

- une tres bonne isolation electrique des passages conducteurs. 
Le substrat peut etre isolant (par exemple en ceramique) ou 

20 faiblement conducteur (par exemple un semi-conducteur faiblement dope). 
Dans ces cas un depot metallique est fait ou peut etre fait sur les plots avant 
remplissage des cavites afin d'assurer la conductivite electrique des plots. 

Dans le cas de rutilisation d'un substrat siiicium de type siiicium 
sur isolant plus connu par le sigle SOI, abreviation des termes anglo-saxons 

25 Silicon on Insulator, Tamincissement du substrat destine a couper les courts- 
circuits apres remplissage peut etre remplacee par une gravure des couches 
de siiicium et d'oxyde du cote de la face avant pour rendre les plots 
debouchants. 

Un substrat, equipe de connexions conductrices traversantes 
30 obtenues par un precede selon invention, peut intervenir pour delimiter une 
enceinte. Le substrat peut permettre d'effectuer un scellement de Tenceinte 
de maniere a ce que Tatmosphere dans Tenceinte soit parfaitement connue 
avec, en particulier, une pression pouvant etre utilisee comme pression de 
reference. L'etancheite de I'enceinte n'est en rien affectee par les connexions 
35 conductrices traversantes constituees par les plots. En effet, d'une part, les 



wo 01/09944 



4 



PCT/FROO/02065 



connexions conductrices traversantes obtenues par un procede selon 
I'invention laissent la face avant du substrat parfaitement plane et, d'autre 
part, le materiau dielectrique comble la cavite de maniere totalement 
hermetique. La possibilite de pouvoir effectuer un scellement joue un role 
5 primordial, en particulier pour la fabrication de micro-capteurs. 

D'autres caracteristiques et avantages de I'invention apparaitront 
a Taide de la description qui suit. La description est faite en regard des 
figures annexees qui represented : 

- la figure 1, un substrat a Tissue d'une premiere etape du 

10 procede, 

- la figure 2, une loupe sur un plot, 

- la figure 3, un substrat a Tissue d'une deuxieme etape du 

procede, 

- la figure 4, un substrat a i'issue d'une troisieme etape du 

15 procede, 

- la figure 5, un substrat a Tissue d'une quatrieme etape du 

procede, 

- la figure 6, un substrat a Tissue d'une cinquieme etape du 

procede, 

20 - la figure 7, un substrat a Tissue d'une sixieme etape du procede, 

- la figure 8, un substrat a Tissue d'une septieme etape du 

procede, 

- les figures 9 a 14, les etapes du procede mis en oeuvre avec un 
substrat constitue d'un empilement de couches. 

25 La figure 1 represente un substrat 1 ayant une face avant 2 et une 

face arriere 3. Le substrat 1 est couramment en silicium, mais il peut etre 
d'une autre nature, en ceramique par exemple. Le procede selon I'invention 
s'applique aussi bien a un substrat faiblement conducteur (un semi- 
conducteur comme le silicium eventuellement dope), qu'a un substrat isolant 

30 (ceramique) ou bien a un substrat conducteur. 

La premiere etape du procede consiste a delimiter des plots 4 
dans le substrat 1. Ces plots 4 sont destines a assurer une connexion 
electrique a travers le substrat 1 . Les plots 4 sont avantageusement formes 
dans le substrat 1 lui-meme. 
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La delimitation d'un plot 4 est effectuee en creusant une cavite 5 
dans la face arriere 3 du substrat 1 . Suivant Texempie de la figure 1 , la cavite 
5 a une section circulaire en forme de couronne. Cette couronne a une 
largeur Id et un diametre 2 x (Ip + Id) avec une partie pleine de diametre 2 x Ip 
5 qui constitue le plot. La cavite 5 a une profondeur Pd inferieure a Tepaisseur 
e du substrat 1 . La section de la cavite 5 peut ne pas etre circulaire, mais 
carre, rectangulaire, etc.... II en est de meme pour la section du plot 4 ; la 
section du plot pouvant etre de forme differente de celle de la cavite. 

Le creusement d'une cavite 5 est obtenu par des techniques 

10 connues. Une des techniques connues consiste, a I'aide d'un masque par 
exemple en resine ou en oxyde, a effectuer une gravure.seche anisotrope. 
Une autre technique connue consiste, a Taide d'un m.asque, a effectuer une 
gravure chimlque. Pour un substrat en siiicium d'epaisseur e = 525 pm, la 
profondeur Pd de la cavite 5 est de Tordre de 300 pm. Pour un substrat en 

15 ceramique le creusement est generalement effectue par un usinage 
mecanique du substrat. 

La figure 2 est une loupe sur un plot. Le plot 4, de diametre 2 x Ip, 
est delimite par la cavite 5 en forme de couronne cylindrique de largeur Id. 
Par exemple, le plot 4 a un diametre 2 x Ip = 50 pm et la cavite 5 une largeur 

20 Id = 50 pm. 

La figure 3 illustre la deuxieme etape du precede. Cette deuxieme 
etape est optionnelle, elle est necessaire lorsque le substrat 1 n'est pas 
suffisamment conducteur, par exemple pour un substrat en ceramique. Cette 
etape consiste a effectuer le depot d'une couche mince conductrice 6 qui a 
25 pour fonction d'augmenter la conductivite du plot. En fonction de la technique 
utilisee pour effectuer le depot, la couche 6 est deposee uniquement sur la 
face arriere ou bien simultanement sur les deux faces. 

La technique utilisee doit permettre un depot sur toute la hauteur 
Pd du plot. Au terme de cette etape, la surface de la face arriere, et 
30 eventueliement de la face avant, est totaiement recouverte d-une couche 
mince conductrice ; la surface de la face arriere comprenant la surface des 
plots 4 jusqu'au fond des cavites 5. Une technique de depot chimique en 
y phase vapeur. par exemple de tungstene (W), permet d'obtenir un depot 

d'une couche conductrice 6 conformement a la description ci-dessus. Une 
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teye technique est connue sous les sigles CVD, abreviation des termes 
anglo-saxons Chemical Vapor Deposition. 

La figure 4 iilustre la troisieme etape du precede, Les cavites 5 
sont comblees par un materiau 7 determine. Le materiau 7 doit etre isolant 
5 ou peu conducteur pour isoler le plot du reste du substrat 1 lorsque ce 
dernier est conducteur. La technique de depot consiste typiquement en un 
depot par fusion. Le precede pennet d'utiliser des materiaux ayant un faible 
coefficient de dilatation thermique. Le materiau peut avantageusement avoir 
un coefficient de dilatation thermique tres proche de celui du silicium, dans le 

10 cas d'un substrat en silicium, tout en ayant une temperature de fusion 
inferieure a celle du silicium. Le faible coefficient de dilatation thennique 
permet d'eviter les problemes ardus lies a la difference de coefficient de 
dilatation thermique entre le materiau de rempllssage et le substrat ; 
problemes auxquels sont confrontees certaines techniques de connexion 

15 connues. 

Le materiau retenu peut etre du verre, depose par fusion. 

Le materiau 7 assure, en plus d'une fonctlon desolation, 
necessaire lorsque le substrat est conducteur, une fonction de maintien du 
plot 4. Le materiau 7 solidarise le plot 4 sur sa hauteur avec le substrat 1 . Le 
20 materiau 7 peut, en outre, participer a ia delimitation d'une enceinte etanche. 

En fonction des techniques de depot utilisees, le materiau depose 
peut recouvrir la totalite de la face arriere comme I'illustre la figure 4. 

La figure 5 iilustre la quatrieme etape du precede. 

Cette etape pennet de decouvrir le substrat en retirant les 
25 couches indesirables de surface, Lorsque le dielectrique 7 deborde des 
cavites 5. ii faut le retirer en amincissant la face arriere 3 du substrat 1. 
L'amincissement peut consister en un rodage, un polissage, une gravure ou 
une combinaison de ces differentes techniques. Le rodage consiste en une 
abrasion qui a pour inconvenient de laisser une surface ayant un etat de 
30 surface raye. Pour remedier a cet inconvenient, Tabrasion est suivie d'un 
polissage pour obtenir un etat de surface lisse. Une technique de polissage 
est communement connue sous les sigles CMP, abreviation des termes 
anglo-saxons Chemical Mechanical Planarisation. Cette technique a un 
double effet, mecanique et chimique, qui permet d'obtenir une surface lisse. 
35 Le polissage est particulierement important lorsqu'ii n'y a pas eu ia deuxieme 
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etape. C'est-a-dire lorsqu'il n'y a pas eu de depot d'une couche conductrice. 
La gravure peut consister en une gravure seche ou humide. Une gravure 
seche met en oeuvre un plasma, une gravure humide met en oeuvre un bain 
chimique. 

5 Uamlncissement, ci-dessus decrit, peut pennettre de retirer la 

couche conductrice {deposee lors de la deuxieme etape), de la face arriere 3 
et de la face avant 2 si la couche conductrice est presente sur cette demiere. 
Le retrait de la couche conductrice peut etre effectue de maniere 
independante ou complementaire par une technique specifique connue. Par 
10 exemple, par une gravure seche ou une gravure humide. La gravure seche 
peut etre du type RIE, abreviation des tennes anglo-saxons Reactive Ion 
Etching, 

Au terme de la quatrieme etape, le substrat comprend un 
ensemble de plots 4. Get ensemble peut comprendre un seul plot 4. La 

15 densite maximale de plots pouvant etre delimites dans un substrat de taille 
donnee depend, en particulier, des performances de la technique de gravure 
utilisee lors de la premiere etape. Les cavites 5, comblees par un materiau 
dielectrique 7, assurent la tenue mecanique et risolation eiectrique des plots 
4. Le materiau 7 peut, en outre, participer a la delimitation d'une enceinte 

20 etanche. L'usage d'un dielectrique, comme materiau de remplissage des 
cavites creusees, presente Tavantage d'offrir un coefficient de dilatation 
thermique proche de celui des substrats couramment utilises en micro- 
electronique. Le precede permet de resoudre les problemes lies a la 
difference de coefficient de dilatation thermique entre le substrat et le 

25 materiau de remplissage. Le precede s'affranchit, en outre, des problemes 
de retrait et de pollution. 

La cinquieme etape, figure 6, pennet d'eliminer le court-circuit 
entre le plot 4 et la face avant 2 du substrat 1 . Uelimination est effectuee par 
un amincissement de la face avant suivant une technique connue. Une 

30 premiere technique peut consister a roder par abrasion la face avant 2 du 
substrat 1 , une deuxieme technique peut consister en une gravure seche ou 
une gravure humide, une troisieme technique peut consister en une 
combinaison de rodage, gravure et polissage, Les plots 4, eventuellement 
metallises 6, sent des elements conducteurs qui permettent d'etablir des 

35 connexions electriques traversantes entre les deux faces 2, 3 du substrat 1 . 
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La face avant 2 du substrat 1 est generalement destinee a implantation 
d'une fonction electronique ou d'une microstructure, un microcapteur par 
exemple. Les plots 4 permettent, par exempie, d'alimenter le microcapteur 
par la face arriere 3 en assurant une connexion electrique entre la face 

5 arriere 3 et des points de contact au sein du circuit du microcapteur. Les 
plots 4 permettent de disposer de points de contact qui n'affectent pas la 
planeite de la surface de la face avant 2 du substrat 1. Un substrat 1, equipe 
de plots 4 obtenus selon un precede selon Tinvention, peut intervenir pour 
delimiter une enceinte. Le substrat peut permettre d'effectuer un scellement 

10 de Tenceinte de maniere a ce que {'atmosphere dans Tenceinte soit 
parfaitement connue avec, en particuller, une pression pouvant etre utilisee 
comma pression de reference. L'etancheite de Tenceinte n'est en rien 
affectee par les connexions conductrices traversantes constituees par les 
plots. En effet, a Tissue de la cinquieme etape, la face avant 2 du substrat 1 

15 est parfaitement plane. 

La sixieme etape, figure 7, consiste a deposer une couche mince 
isolante 8 sur les deux faces 2, 3 du substrat 1 et a ouvrir des zones de 
contact 9 en regard des plots 4. Le depot d'une couche mince isolante 8 est 
effectue par une technique connue, par exempie du type plasma comme la 

20 technique connue sous le sigle PECVD, abreviation des termes anglo- 
saxons Plasma Enhance Chemical Vapor Deposition. 

L'ouverture des zones de contact 9 peut etre effectuee par 
masquage et gravure de la couche isolante 8. Le masquage peut etre 
effectue par photolithographie. 

25 La septieme etape, figure 8, consiste a materialiser les points 10 

de contact en regard des plots 4. La materialisation est effectuee par des 
techniques connues qui consistent a deposer une couche mince conductrice 
11 sur les deux faces 2, 3 du substrat 1 et, a decouper les points 10, par 
exempie par masquage et gravure de la couche conductrice 11. Le 

30 masquage peut etre effectue par photolithographie. 

Les figures 9 a 14 illustrent une mise en oeuvre du procede avec 
un substrat constitue d'un empilement de couches. Ce substrat 1 peut etre 
de type SOI, abreviation des termes anglo-saxons Silicium On Insulator. La 
premiere couche 12 de Tempilement est composee de silicium. La face libre 

35 de la premiere couche correspond a la face arriere 3 du substrat. La 
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deuxieme couche 13 de rempilement est une couche isolante. Elle est 
constituee d'un oxyde de silicium. La troisieme couche 14 de rempilement 
est composee de silicium. Sa face libre correspond a la face avant 2 du 
substrat Un substrat SOI a, par exemple, pour epaisseur : 
5 1^'^ couche : 500 pm 

2^^^ couche : 0,4 pm 
S®'"® couche : de 0,2 pm a plusieurs pm. 
La troisieme couche 14 est generalement reservee a la fabrication 
de fonctions electroniques ou a la realisation de microstructures, par 
10 exemple un microcapteur, un microactionneur, etc., ... 

La figure 9 illustre la premiere etape du precede. Suivant cette 
mise en oeuvre les cavites 5 sont creusees jusqu'a decouvrir ia couche 
isolante 1 3. 

Lors de la mise en oeuvre du procede avec un substrat de type 
15 SOI, la deuxieme etape n'existe pas. 

La figure 10 illustre la troisieme etape du procede. Le type de 
substrat ne modifie pas la mise en oeuvre de la troisieme etape ; cette etape 
se deroule selon la description faite en regard de la figure 4. 

La figure 11 illustre la quatrieme etape du procede. Le type de 
20 substrat ne modifie pas la mise en oeuvre de la quatrieme etape ; cette etape 
se deroule selon la description faite en regard de la figure 5. 

Lors de la mise en oeuvre du procede avec un substrat constitue 
d'un empilement de couches, en particulier du type SOI, la cinquieme etape 
n'existe pas. 

25 La figure 12 illustre la sixieme etape du procede. Etant donne que 

les plots 4 ne sont pas apparents sur la face avant 2, le depot de la couche 
mince isolante 8 est effectue seulement sur la face arriere 3. Le depot se 
deroule suivant ia description faite en regard de la figure 7 avec pour 
limitation un depot sur la face arriere 3. 

30 La figure 13 illustre la septieme etape du procede. La mise en 

oeuvre est differente de celle decrite en regard de la figure 8 dans la mesure 
ou les points 1 0 de contacts sont presents uniquement sur la face arriere 3. 

Pour obtenir un plot traversant, des etapes complementaires sont 
necessaires. Elles sont illustrees par la figure 14. Elles consistent : 



wo 01/09944 



10 



PCT/FROO/02065 



- a graver la troisieme couche 14 et la deuxieme couche 13 a 
partir de la face avant 2 en utilisant un masque. La gravure est effectuee 
jusqu'au plot 4, suivant une technique identique a celle decrite en regard de 
la figure 1 , pour decouvrir le plot et seulement une partie du dielectrique. 
5 - a materialiser les points 10 de contact sur la face avant 2 

suivant une technique proche de celle decrite en regard de la figure 13. Pour 
les points 1 0 de contact de la face avant, la section de gravure de la couche 
isolante 8 est inferieure a la section de gravure des troisieme et deuxieme 
couches du substrat. 
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REVENDICATIONS 

1. - Procede de fabrication de connexions conductrices 
5 traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1), 

caracterise en ce qu'il consiste : 

- a creuser dans le substrat (1), du cote de la face aniere (3), 
des cavites (5) ayant une profondeur (Pd) et une section detemninees pour 
delimiter des plots (4) de section determlnee destines a assurer la 

10 conduction electrique entre les deux faces (2, 3) et, 

- a combler les cavites (5) avec un materiau dielectrique (7). 

2. - Procede de fabrication de connexions conductrices 
traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1) 

15 selon la revendication 1 , caracterise en ce que le comblement des cavites (5) 
consiste : 

- a deposer le materiau dielectrique (7) dans les cavites (5), 

- a retirer, de la surface du substrat (1), les debordements du 
depot du materiau dielectrique (7) en amincissant la face arriere (3) du 

20 substrat (1 ) jusqu'a decouvrir les plots (4). 

3. - Procede de fabrication de connexions conductrices 
traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1) 
selon la revendication 1 , caracterise en ce qu'il consiste, apres delimitation 

25 des plots (4) et avant le comblement des cavites (5), 

- a metalliser les plots (4) en effectuant le depot d'une couche 
conductrice (6) sur les plots. 

4. — Procede de fabrication de connexions conductrices 
30 traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1) 

selon la revendication 3, caracterise en ce que le comblement des cavites (5) 
consiste : 

- a deposer le materiau dielectrique (7) dans les cavites (5), 

- a retirer, de la surface du substrat (1), les debordements du 
35 depot du materiau dielectrique (7) en amincissant la face arriere (3) du 

substrat (1) jusqu'a decouvrir les plots (4), 



wo 01/09944 



12 



PCT/FIlOO/02065 



- a retirer la couche conductrice (6), de la surface du substrat (1). 
par un amincissement des faces (2, 3) metallisees du substrat (1). 

5. - Precede de fabrication de connexions conductrices 
5 traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1) 

selon Tune quelconque des revendications 1 a 4, caracterise en ce qu'il 
consiste : 

- a amincir le substrat (1) jusqu'a decouvrir le materiau dielectrique 
contenu dans les cavites (5) pour rendre les plots (4) debouchants sur la face 

10 avant (2) du substrat (1). 

6. - Precede de fabrication de connexions conductrices 
traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1) 
selon Tune quelconque des revendications 1 et 2, caracterise en ce qu'il 

15 consiste : 

- a creuser la face avant (2) du substrat (1) en regard de chaque 
plot jusqu'a atteindre le materiau dielectrique (7) contenu dans les cavites (5) 
pour rendre les plots (4) debouchants sur la face avant (2) du substrat (1). 

20 7. - Precede de fabrication de connexions conductrices 

traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1) 
selon Tune quelconque des revendications 1 a 6, caracterise en ce qu'il 
consiste : 

- a materialiser les points de contacts (10) en regard de chaque 
25 face debouchante de chaque plot (4) en deposant sur ces faces un materiau 
conducteur (11) isole du substrat. 

8. - Precede de fabrication de connexions conductrices 
traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1) 
30 selon la revendication 7, caracterise en ce que la materialisation des points 
de contacts (10) consiste : 

- a depeser une couche isolante (8) du cote (2, 3) des faces 
debouchantes des plots (4), 
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- a ouvrir une zone de contact (9) en regard de chaque face 
debouchante des plots (4) par masquage et gravure de la couche isolante 
(8). 

- a deposer une couche conductrice (11) du cote (2, 3) des faces 
5 debouchantes des plots (4), 

- a decouper ies points de contact (10) par masquage et gravure 
de la couche conductrice (11). 

9. - Procede de fabrication de connexions conductrices 
10 traversantes entre la face avant (2) et la face arriere (3) d'un substrat (1) 

selon Tune quelconque des revendications 1 a 8, caracterise en ce que le 
materiau dielectrique (7) de combiement est du verre. 

10. - Substrat (1) de silicium equipe de connexions conductrices 
15 traversantes entre sa face avant (2) et sa face arriere (3), caracterise en ce 

que Ies connexions conductrices sont obtenues par un procede selon Tune 
quelconque des revendications 1 a 5. 

11. - Substrat (1) de silicium sur isolant dont la couche isolante 
20 (13) est disposee entre deux couches (12, 14) de silicium, le substrat (1) 

etant equipe de connexions conductrices traversantes entre sa face avant (2) 
et sa face arriere (3), caracterise en ce que Ies connexions conductrices sont 
obtenues par un procede selon la revendication 6 et en ce que le fond des 
cavites (5) est constitue par la couche isolante (13). 

25 

12. - Substrat (1) isolant equipe de connexions conductrices 
traversantes entre sa face avant (2) et sa face arriere (3), caracterise en ce 
que Ies connexions conductrices sont obtenues par un procede selon I'une 
quelconque des revendications 3 a 5. 
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